
p 形 GaN ショットキー接触における水素プラズマ処理の影響 

Effect of H plasma treatment on p-GaN Schottky diodes 
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はじめに：我々は p-GaNのMgドーピング量を下げるこ

とで良好なショットキーI-V特性を実現し、p-GaN表面の

ダメージ評価に応用している。これまでに、ICPエッチン

グにより表面近傍の深いアクセプタ形欠陥準位への充放

電現象(メモリー効果)[1]が減少することを報告した[2]。今

回は、その原因が、エッチングによるものなのか、Hによ

る不活性化なのかを明らかにするため、Hプラズマ処理単

独で実験を行った。 

試料の作製：図 1に試料構造を示す。MOCVD法でGaN

バルク基板上にアンドープGaNを 1 m、低ドープ(Mg=1

×10
18

cm
-3
)p-GaNを 2 m成長した。 

p-GaN表面にHガスを用いて、50 WのRF放電を 1分

間行った。水素処理した表面に、電子ビーム蒸着法によ

り、Ni/Auショットキー電極を蒸着した。オーミック電極

として大面積 InGaを形成した。 

結果と考察：図 1 に水素プラズマ処理有り、及び無し

サンプルの順方向 I-V特性を示す。両サンプルとも 1回

目と 2 回目の特性に大きな差があり、メモリー効果が観

測された。p-GaN表面の深い準位にHプラズマ処理は影

響を与えないことが判明した。しかし、水素プラズマ処

理により、1,2回目共にn値が3から2.3に減少しており、

ショットキー特性の向上がみられる。この原因として浅

いアクセプタ準位の減少が考えられる。 

図 3 に光応答法測定の結果を示す。両サンプル共にバン

ド端の低エネルギー側でファウラーの関係式[3]に従う直

線性がみられ、障壁高さは2.3eVで差がみられなかった。

よって、水素プラズマ処理は障壁高さのピンニングにも

影響がないことが判明した。 
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図 1. 試料構造 

図 2. 順方向 I-V特性 

図 3. PRスペクトル 
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